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蛍光飛跡検出器 (FNTD) のリーダーでは、荷電粒子と X/γ線の照射が重畳した場合、荷電粒子の飛跡読

取り効率が低下する。この原因を明らかにするため、X/γ線照射量による α線飛跡の画像変化を測定した。

その結果、画像全体の蛍光強度は X/γ線照射量の増加に伴い不均一に上昇し、飛跡読取りを妨害した。80kV 

X線照射による蛍光強度の上昇は、照射量 [mGy] で比較して 137Cs-γ線の約 2倍の感度を示した。 
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【 背景 】蛍光飛跡検出器 (FNTD) は Al2O3:C,Mg単結晶の蛍光体である。FNTDはコンバータと組み合

わせ、中性子線量計として用いられる。中性子との核反応により、コンバータから発生した荷電粒子は

FNTD 中に飛跡を形成する。飛跡は専用リーダーにより、ある深さ平面で画像化され、カウントされる。

しかし X/γ線の照射が重畳した場合、画像上での飛跡読取り効率は低下する。この原因を明らかにするた

め、本研究では X/γ線照射量による α線飛跡の画像変化を測定した。 

 

【 方法 】3 MBqの 241Am線源を用いて、FNTDに α線を照射

した (500 tracks/mm2)。照射した FNTDを、リーダーでスキャ

ンし (1 μm深さ)、100 × 100 μm2 の蛍光画像を 108枚得た。

続いて α線を照射した同一素子に 80 kV X線を照射し、積算の

照射量 (0, 2.9, 14, 27, 80 mGy) ごとに蛍光画像を得た。蛍光画

像は、α 線飛跡 (8 pixelφ) とその他の領域 (バックグラウン

ド:BG) に選別し、それぞれ pixelあたり (0.2 × 0.2 μm2) の平

均画素値 (蛍光強度) を測定した。次に同一素子を UVレーザー

でブリーチングした後、再度 α線を照射した。照射した FNTD

に 137Cs-γ線を照射し、積算照射量 (0, 38, 308 mGy) ごとに蛍

光画像を得て、上述の通り解析した。X/γ線量は小型 OSL線量

計 nanoDot (Nagese Landauer, Ltd.) でモニタリングした。 

 

【 結果・考察 】図 1(a),(b)に示す通り、X/γ線量の増加に従い BG蛍

光強度は上昇し、また飛跡の蛍光強度も同様に上昇した。蛍光強度のバ

ラつきは、X/γ線照射量の増加に伴って増加した。これはリーダーの飛跡読取り効率低下の原因のひとつ

として考えられる。図 1(a),(b)より、照射量 [mGy] に対する蛍光強度の傾きは、137Cs-γ照射に比較し 80 

kV X線照射で約 2倍の値を示した。FNTDの光子線に対するエネルギー依存についても考察する。 
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図 1: 241Am-α線を照射した FNTDに、(a) 80 kV X線、

(b) 137Cs-γ線を追加照射したときの、α線飛跡の平均蛍

光強度の変化。 
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